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１. 背景 

MgO を起点とする岩塩構造の MgZnO (RS-

MgZnO)はバンドギャップ(Eg)が大きく，深紫外，

真空紫外域の半導体発光材料として注目されてい

る[1]．これまでに，ミスト CVD 法による成膜とそ

の発光特性を主に報告してきた[1-3]．また，RS-

MgZnO/MgO 積層構造の製作とその発光特性から

量子効果による発光効率向上の可能性も示してき

た[4,5]．今後，RS-MgZnO 系材料を発光素子へと

展開するためには n 型伝導性制御は必須の課題と

なる．これまでに，ウルツ鉱構造の MgZnO では

Al，Ga 等の III 族元素をドーパントに用いること

により，n 型伝導性が示されてきた[6,7]．そこで，

本研究ではミスト CVD 法により In ドープ RS-

MgZnO の成膜を行った． 

 

２. 実験方法 

Mg と Zn の前駆体には Mg(CH3COO)2・4H2O と

Zn(CH3COO)2 ・ 2H2O ， In の 前 駆 体 に は

In(CH3COCHCOCH3)3 を用いた．物質量比 [Mg] : 

[Zn]を調整し，In のドープ量を 0.2~3.0 mol%で変

化させた溶質を，超純水と酢酸の体積比を 4 : 1 で

調整した溶媒に溶解し前駆体溶液として用いた．

成長温度 700℃，キャリアガス(O2)流量 4.0 L/min，

希釈ガス(O2)流量 0.5 L/min とし，MgO (100)基板上

に，120 分間成長を行った．分光エリプソメトリー

測定から膜厚を求めた．X 線回折(XRD)，ラザフォ

ード後方散乱分析(RBS)，を用いて結晶評価を行っ

た．また，四端針法を用いて抵抗率測定を行った． 

 

３. 結果と考察 

図 1 に In ドープ MgO(MgO:In)の X 線回折逆格

子空間マッピング測定(XRD RSM)結果を示す．成

膜した試料は，MgO 基板に対してほぼコヒーレン

トに成長した．尚，ダブルピークは基板の割れによ

る影響である．XRD RSM 結果による格子定数と弾

性スティフネス定数[8]を用いて固相中の In組成を

求めた結果，原料 In 濃度 0.9 mol%，1.8 mol%共に

0.40 mol%であった．さらに，RBS 分析により直接

的に In組成を評価した結果，原料 In濃度 0.9 mol%，

1.8 mol%に対して，固相中ではそれぞれ 0.36 mol%，

0.40 mol%となり XRD RSM 測定結果とおおよそ一

致した（表 1）．これらの結果より，原料 In 濃度を

増加させても MgO 中の In 組成は 0.4 mol%程度に

留まることが分かった． 

次に Mg0.8Zn0.2O:In の XRD θ-2θ 測定結果を図 2

に示す．全ての試料で薄膜干渉のフリンジを観測

した．これは，薄膜と基板界面の良好な平坦性を示



す．また，原料 In 濃度 0.5 mol%以上では回折ピー

ク位置に変化はなかった．これは，原料 In 濃度 0.5 

mol%以上では In が膜中で飽和状態にあることを

示唆する． 

 次に， 抵抗率測定結果を 以 下 に 示 す ．

Mg
0.8

Zn
0.2

O:In において，原料 In 濃度が 1.0 mol%，

2.0 mol%ではそれぞれ21.7 Ω∙cm，8.6 Ω∙cmとなり，

MgO 基板 6.4 MΩ∙cmより遥かに小さい値を示した． 

 

４. まとめ 

 RS-MgZnO を用いた発光素子実現のための課題

の１つとして，n 型伝導性制御が挙げられる．本研

究では，ミスト CVD 法により In ドープ RS-MgZnO

の成膜を行った．XRD RSM 測定と RBS 分析によ

る固相中の In 組成評価を行った結果，原料 In 濃度

を増加させても MgO 中の In 組成は 0.4 mol%程度

に留まることが分かった．また，XRD θ-2θ 測定結

果より原料 In 濃度を増加させても回折ピーク位置

が変化しなかったことから，原料 In 濃度 0.5 mol%

以上では In が膜中で飽和状態にあることが示唆さ

れた．抵抗率測定結果では In ドープによって MgO

基板に比べて遥かに小さい値を示した． 
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原料 In 濃度 (mol%) 0.9 1.8 

固相中 In 組成 (mol%) 

RSM 
0.40 0.40 

固相中 In 組成 (mol%) 

RBS 
0.36 0.40 
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表 1 原料 In 濃度と固相中 In 組成の関係． 

MgO:In (1.8 mol%) 

MgO 204 

MgO:In 

204 

Thickness 
840 nm 

Relaxation 
ratio 
4.0% 

ax = 4.213 Å 
az = 4.216 Å 
 

図 1  MgO:In (1.8 mol%)の XRD RSM 204 回折． 
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図 2  Mg0.8Zn0.2O:In の XRD θ-2θ 200 回折．  
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